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“IJJ Nanotechnologia w przetwarzaniu
informacji, czyli przetwarzanie informacji

el na poziomie nano
urzgdzenia
nanofotoniczne i
tranzystory molekularne, naélggw'pzzelrgdzki
krzemowe neurocybernetyka, n'::gz
komputery g
kwantowe
Athlon 64,
technologia 40
nm
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Obecna technologia i jej ograniczenia

AGH

e Budowa pojedynczego tranzystora MOSFET

(Metal Oxide Semiconductor Field Effect

Transistor)

source
gate

Podstawowe parametry
O Czas przetaczania
0 Energia na jednostkowaq

operacje

n*

: 2. conductive SiO
lr:‘érﬂjzz?,:;;%gmczen. channel substrate"+ ‘
> Efekty kwantowe
> Elektromagnetyzm
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“IJJ Poszukiwanie nowych technologii i
AGH materialow do przetwarzania informac

e Zastosowanie potprzewodnikéw
szerokopasmowych CdS, TiO,, ZnO,
ZrO,

o Staty elektrolit

e Przesytanie informacji przy pomocy
Swiatta

B ¢ Przetwarzanie impulséw swietlny w

Urzadzenie I/ GRVordets

e Mozliwos¢ zaadoptowania obecnych
technik wytwarzania tranzystoréw

B ¢ Prosta konstrukcja urzadzen
echnologia SRV EfeIvVe s
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@Iﬂ Fotodioda na bazie CdS

katoda
CdSna PET Przewdd miedziany
powierzchni ITO 7z

Staty
eliktrolit

> Swiatto o dtugosci 455 nm » Obecnos$¢ statego

wzbudza elektrony z pasma elektrolitu zapewnia
walencyjnego do pasma mechaniczne
przewodnictwa - pojawienie wiasciwosci urzadzenia
sie fotopradu
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M IJJ Charakterystyka fotodiody
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Rys.1. Zdjecie SEM EIV Rys.3. Zdjecie SEM
cienkiej warstwy CdS Rys.2. Zaleznosc pradowo- cienkiej warstwy CdS w
osadzonej z roztworu napigciowa dla fotodiody na formie proszku.
(CBD). bazie CdS, przy impulsowym
wzbudzaniu Swiattem.
Ztgcze Schottkiego Natezenie fotopradu Struktura fotodiody
e Oswietlanie diody eFotoprady rzedu *\W generowaniu
od strony katody Kilku pA fotopradow udziat
hie powoduje eZnacznie wieksze biorg tylko ziarna w
generowania niz w przypadku bezposrednim
fotopradow innych kontakcie z ITO
eBrak praddéw potprzewodnikow (Indium Tin Oxide)
wstecznych szerokopasmowych
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@GI‘JJ Fotodioda i tranzystor FET - porownanie

a | 3

source

gate

nt

conductive nt SIO,
channel substrate

Tranzystor FET Fotodioda

e Ztozone uktady e Proste _uk’rad_y realizujgce
e Zaawansowana technologia operacje logiczne

produkcyjna e Proste metody wytwarzania

eOgraniczenia wynikajgce z eUrzadzenia dziatajace w

ciggtej miniaturyzacji skali nano (grubosc¢
warstwy CdS na zdjeciu to
ok. 100 nm)
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ramka logiczna AND
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i/uA cm™2
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Rys.1.Sygnat foftopradu na wyjsciu
bramki AND

LED1

LED1 T/ T
LED2 _[1__T1 I

Rys.2. Sekwencja impulsow
Swiatta

e Sumowanie fotopradow

[ Rys.3. A
Schemat
zastepczy
bramki AND
na bazie
fotodiod
Cds
o
| S|
- RIoad
Vcc soure
a —
Rys.4. Schemat
zastepczy bramki
b— AND przy uzyciu
tranzystoréw FET
. — y,
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i/uA cm™
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Bramka logiczna XOR

e Kompensacja fotopradow

0.2 [ ( in1 in2 h
- I |>' ‘ ‘ '<| out
0.1} d | ——
[ : Jon
oof —T
: : - Rioad
gl i Rys.3. Schemat zastepczy bramki
S ) XOR na bazie fotodiod CdS !
B |_
t/s as — |_ }—
Rys.1.Sygnat foftopradu na wyjsciu
bramki XOR be—, I__| = =
LED1 | | | | | | | |
LED2 _[1__T1 I
Rys.2. Sekwencja impulséw out _
Swiatla Rys.4. Schemat zastepczy bramki
XOR przy uzyciu tranzystorow FET
g J
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@M Uktady logiczne na bazie fotodiod

ing in, out; out, (ing+in,)
inqo ® ) out, 0 0 0 0 0
iny, © s
1 0 0 1 1
0 1 0 1 1
outs
D—O 1 1 1 0 2
Rioad
— ——
“Ton
Half-adder realizuje N mL.O_”tl
prosta operacje 14| f
logiczna jakag jest in; ing
dodawanie dwoch \\ \\ out,
liczb binarnych H o
(in,+in,) Jon
L ==
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“IJJ Plany na najblizszq przysztosc
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d Skonstruowanie inwertera
d Zrealizowanie catej tablicy logiczne]
Booleana
d Miniaturyzacja obiektow
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Perspektywy dalszych badan

AGH
Stworzenie powsj  }5aicene 1nych e
platformy dla IT elektroniki krzemowej
Urzadzenia
nanofotoniczne i
molekularne
¢ PhotoElelctrochemical
PEPS Photocurrent
Switching
e neurocybernetyka
Biomimetyka e Komputery na bazie
DNA
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MIJJ Podsumowanie
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> Nanofotoniczne ukiady logiczne projekt
mozliwy do zrealizowania

Nanofotoniczne
uktady logiczne
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